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 要  旨 
 ITO、ZnO など酸化物半導体は n 型のものがほとんどであるが、NiOx は p 型伝導を示す酸化
物半導体であると長年報告されている。しかしその電気伝導の正確な測定は、低い移動度のため
に、困難であり不確定であり、また NiOx の詳しい物性の解明も不明な部分が多い。本研究は NiOx
を用いたデバイスへの応用を視野に入れ、工業的に広く使われている RF スパッタリングによる
NiOx 薄膜の作製とその正確な伝導性の判定を含む物性評価を目的とする。 
 過去の実験データより NiOx 薄膜は酸素濃度の増加とともに低い抵抗率になることがわかって
いる。これはスパッタ時の酸素濃度が増加すると Ni 空孔が増え、キャリアが増加するためであ
ると思われる。 
 透過率測定の結果から NiOx 薄膜が直接遷移半導体か間接遷移半導体かを判別した。酸素濃度
0%(Ar100%)のときグラフから直接遷移型半導体の可能性が高いことがわかった。他の酸素濃度
の NiOx 薄膜については判別することが困難であった。 
これまでの研究結果から移動度の低い NiOx 薄膜のを Van der Pauw 法で測定することが非常
に困難であることがわかっている。そこで移動度の低いサンプルに適しているとされているホー
ルバーによる NiOx 薄膜のホール効果測定を試みた。 
ホールバーの形状を作製する方法はエッチングとリフトオフの 2 種類がある。比較検討の結果、
リフトオフの方が綺麗なパターンが作製できることがわかった。今後はリフトオフでホールバー
形状の NiOx 薄膜を作製する。 
 新たにホールバーマスクを作製し、ホールバー形状の酸素濃度 100%の NiOx 薄膜を作製し、
測定を行った。しかしながら、NiOx 薄膜が p 型か n 型かを判別するには至らなかった。これは
ホール起電力が小さく、測定器のノイズに混ざってしまい測定できなかったと考えられる。 
 今後は酸素濃度 100%以外のホールバーを用いたホール効果測定を行うこと、今回使った測定
機器以外でのホール効果測定などがある。 
 
